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(54) 횡전계 방식의 액정표시장치 어레이 기판 제조방법

요약

  본 발명에 의한 횡전계 방식의 액정표시장치 어레이 기판 제조방법은, 상기 쇼트의 경계면이 데이터 라인의 중심에 위치
하도록 설정하고 상기 쇼트에 대응되는 노광마스크를 통해 노광하여 기판 상에 게이트 라인 및 게이트 전극을 형성하는 단
계와; 상기 게이트 라인 및 게이트 전극을 포함한 전면에 게이트 절연막을 형성하는 단계와; 상기 쇼트 경계면이 서브 픽셀
의 중심에 위치하도록 설정하고 상기 쇼트에 대응되는 노광마스크를 통해 노광하여 상기 게이트 절연막 상에 액티브층을
형성하고, 상기 액티브층 위에 상기 데이터 라인, 소스/ 드레인 전극을 형성하는 단계와; 상기 데이터 라인, 소스/ 드레인
전극을 포함한 전면에 보호막을 형성하는 단계와; 상기 쇼트의 경계면이 상기 데이터 라인의 중심에 위치하도록 설정하고
상기 쇼트에 대응되는 노광마스크를 통해 노광하여 상기 보호막 상에 공통라인 및 상기 공통라인에서 인출되는 공통전극
과 상기 공통전극 사이에 위치한 화소전극을 형성하는 단계가 포함되는 것을 특징으로 한다.

대표도

도 3

명세서

도면의 간단한 설명

  도 1a 내지 도 1b는 횡전계 방식 액정표시장치용 어레이 기판의 일부를 도시한 평면도 및 특정부분(A-A')에 대한 단면
도.

  도 2a 내지 도 2b는 쇼트 경계면에 의한 스티치 불량을 도시한 도면.

  도 3은 본 발명에 의한 횡전계 방식의 액정표시장치 어레이 기판의 일부를 도시한 평면도.

  도 4a 내지 도 4c는 본 발명에 의한 횡전계 방식의 액정표시장치 어레이 기판의 제조공정을 도시한 공정 단면도.

  <도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

  13 : 게이트 라인 15, 15' : 데이터 라인

  31 : 게이트 전극 33 : 소스 전극
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  35 : 드레인 전극 37a, 37a' : 화소전극

  54, 54' : 공통라인 54a, 54a' : 공통전극

  40, 40' : 쇼트의 경계면 42 : 콘택홀

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

  본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 대면적 어레이 기판의 제조공정에 있어 층별로 노광마스크 쇼트의 경계를
다르게 하여 노광하는 횡전계 방식의 액정표시장치 어레이 기판 제조방법에 관한 것이다.

  일반적으로 액정표시장치의 구동원리는 액정의 광학적 이방성과 분극성질을 이용한다. 상기 액정은 구조가 가늘고 길기
때문에 분자의 배열에 방향성을 가지고 있으며, 인위적으로 액정에 전기장을 인가하여 분자배열의 방향을 제어할 수 있다.

  이에 따라, 상기 액정의 분자배열 방향을 임의로 조절하면, 액정의 분자배열이 변하게 되고, 광학적 이방성에 의하여 편
광된 빛이 임의로 변조되어 화상정보를 표현할 수 있다. 이러한 상기 액정은 전기적인 특성 분류에 따라 유전율 이방성이
양(+)인 포지티브 액정과 음(-)인 네거티브 액정으로 구분될 수 있으며, 유전율 이방성이 양인 액정분자는 전기장이 인가
되는 방향으로 액정분자의 장축이 평행하게 배열하고, 유전율 이방성이 음인 액정분자는 전기장이 인가되는 방향과 액정
분자의 장축이 수직하게 배열한다.

  현재 주로 사용되고 있는 액정표시소자 중 하나로 트위스트 네마틱(TN : twisted nematic) 방식의 액정표시소자를 들 수
있다. 상기 트위스트 네마틱 방식은 두 기판에 각각 전극을 설치하고 액정 방향자가 90°트위스트 되도록 배열한 다음 전극
에 전압을 가하여 액정 방향자를 구동하는 방식이다.

  그러나, 상기 TN방식(twisted nematic mode) 액정표시소자는 시야각이 좁다는 큰 단점이 있다.

  그래서, 최근에 상기 협소한 시야각 문제를 해결하기 위하여 여러 가지 새로운 방식을 채용한 액정표시소자에 대한 연구
가 활발하게 진행되고 있는데, 상기 방식으로 횡전계 방식(IPS : In - Plane - Switching mode) 또는 OCB방식(Optically
Compensated Birefringence mode) 등이 있다.

  이 가운데 상기 횡전계 방식 액정표시소자는 액정 분자를 기판에 대해서 수평을 유지한 상태로 회전시키기 위하여 2개의
전극을 동일한 기판 상에 형성하고, 상기 2개의 전극 사이에 전압을 인가하여 기판에 대해서 수평방향으로 전계를 발생시
킨다. 즉, 액정 분자의 장축이 기판에 대하여 일어서지 않게 된다.

  이 때문에, 시각방향에 대한 액정의 복굴절의 변화가 작아 종래의 TN방식 액정표시소자에 비해 시야각 특성이 월등하게
우수하다.

  도 1a 내지 도 1b는 횡전계 방식 액정표시장치용 어레이 기판의 일부를 도시한 평면도 및 특정부분(A-A')에 대한 단면도
이다.

  도 1a을 참조하면, 상기 어레이 기판은 가로방향으로 다수의 게이트 라인(13)과 공통 라인(54)이 평행을 이루며 형성되
어 있고, 세로방향으로 다수의 데이터 라인(15)이 상기 게이트 라인(13) 및 공통 라인(54)과 수직을 이루며 형성되어 있다.

  이와 같이 상기 게이트 라인(13)과 공통 라인(54) 및 데이터 라인(15, 15')에 의해 둘러싸인 부분으로써 상기 어레이 기판
내의 서브 픽셀(10)이 정의된다.

  또한, 상기 게이트 라인(13)의 일 측에는 게이트 전극(31)이 형성되어 있으며, 상기 게이트 전극(31) 부근의 상기 데이터
라인(15)에는 소스 전극(33)이 상기 게이트 전극(31)과 소정 면적 겹쳐져 형성되어 있고, 상기 소스전극(33)과 갭(gap)을
두고 대응되는 위치에 드레인 전극(35)이 형성되어 상기 서브 픽셀(10) 내에 박막트랜지스터 영역(T)을 형성한다.

  또한, 상기 공통 라인(54)은 상기 공통 라인(54)에서 분기된 다수개의 공통전극(54a)이 형성되어 있으며, 상기 드레인 전
극(35)에는 인출배선(37)이 연결되어 있고, 상기 인출배선(37)에서 분기된 다수개의 화소전극(37a)이 형성되어 있다.

  여기서, 상기 공통전극(54a)과 상기 화소전극(37a)은 서로 엇갈리게 구성되어 있으며, 상기 엇갈리게 구성된 다수의 공
통전극(54a) 및 화소전극(37a)에 의해 상기 서브 픽셀(10)의 화상표시 영역이 형성되는 것이다.

  또한, 상기 공통 라인(54)과 상기 공통 라인(54)과 일부 중첩되도록 형성된 상기 다수의 화소전극(37a)이 연결되는 부분
에 의해 스토리지 캐패시터(50)가 형성된다.
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  이와 같은 상기 서브 픽셀(10) 내에 구성된 공통전극(54a)은 공통 라인(54)에서 입력받은 공통전압이 항상 인가되는 상
태이며, 또한 상기 화소전극(37a)에는 상기 게이트 전극(31)에 인가된 게이트 전압의 레벨에 따라, 상기 데이터 라인(15)
을 통해 다양한 레벨의 화상신호가 인가된다.

  따라서, 각각 서로 인접한 상기 화소전극(37a) 및 공통전극(54a)에 인가된 전압에 의해 횡전계가 분포하게 되고, 이러한
전계의 세기에 따라 액정의 배열정도가 달라짐으로써 화상을 표시하게 되는 것이다.

  이와 같이 구성되는 상기 어레이 기판은 각각 증착 공정, 포토리소그래피(photolithography : 이하 '포토') 공정 및 식각
공정 등에 의해 형성된다.

  여기서, 상기 포토 공정은 포토레지스트(photo resist : 이하 'PR')가 빛을 받으면 화학반응을 일으켜서 성질이 변화하는
원리를 이용하여, 얻고자 하는 패턴(pattern)의 마스크(mask)를 사용하여 빛을 선택적으로 PR에 조사함으로써 마스크의
패턴과 동일한 패턴을 형성시키는 공정을 말하며, 이러한 포토 공정은 일반 사진의 필름(film)에 해당하는 포토레지스트를
도포하는 PR 도포 공정, 마스크를 이용하여 선택적으로 빛을 조사하는 노광 공정, 다음에 현상액을 이용하여 빛을 받은 부
분의 PR을 제거하여 패턴을 형성시키는 현상 공정으로 구성된다.

  또한, 도 1b는 도 1a의 특정부분(A-A')에 대한 단면도로서 이를 참조하면, 먼저 기판 상에 금속을 증착하여 다수의 게이
트 라인(13)과, 상기 게이트 라인(13)에서 분기되어 박막트랜지스터 위치에 형성된 게이트 전극(31)을 패터닝한다.

  다음으로 상기 게이트 전극(31)을 포함한 전면에 게이트 절연막(32)을 형성하고, 상기 게이트 절연막(32) 상부에 상기 게
이트 라인(13)과 매트릭스 구조를 이루도록 데이터 라인(도 1의 15, 15')을 형성한다.

  또한, 상기 데이터 라인 형성시, 박막트랜지스터의 소스/ 드레인 전극(33, 35)을 동시에 형성하며, 상기 소스/ 드레인 전
극(33, 35) 아래에는 액티브층(38)을 이루는 반도체층이 형성되어 있다. 또한, 상기 드레인 전극(35)과 전기적으로 연결되
며 상기 데이터 라인에 평행하도록 다수의 화소전극(37a)을 형성한다.

  마지막으로 상기 다수의 화소전극(37a) 상에 상기 게이트 라인(도 1의 13)에 평행하도록 공통 라인(도 1의 54) 및 다수의
공통전극(54a)을 형성하며, 상기 다수의 공통전극(54a)은 상기 공통라인에서 분기되고, 상기 화소전극(37a)과 동일 평면
상에 형성하거나 또는 보호막(36)을 사이에 두고 서로 다른 평면상에 형성한다.

  이와 같은 공정이 진행됨에 있어서는 일정한 패턴이 형성된 다수의 노광 마스크가 사용되는데, 일반적으로 상기 어레이
기판의 화면 사이즈는 상기 포토 공정에서 사용되는 노광 마스크보다 크다.

  이에 따라 노광 시에는 어레이 기판의 화면을 여러 쇼트(shot)로 분할하여 반복하여 노광하게 되며, 이러한 방식은 최근
들어 대면적의 액정표시장치가 양산됨에 따라 더욱 일반화되고 있는 실정이다.

  그러나, 이 경우 노광 장비의 정밀도에 한계가 있어서 상기 쇼트간의 오 정렬(miss align)이 발생하는 스티치(stitch) 불량
에 의해 액정표시장치의 화질을 떨어뜨리는 문제점이 발생되고 있다.

  특히 각 층을 형성하는 다수의 노광 마스크에 있어서 각각의 마스크 패턴은 각 층마다 상이하나, 이 때 상기 쇼트의 경계
면은 상기 공정을 진행함에 있어서 고정되어 있으므로, 상기 쇼트간의 오 정렬(miss align)이 발생하는 경우 결국 각 층 중
어느 한 층에 대해서는 상기 스티치 얼룩 불량이 발생되는 것이다.

  도 2a 내지 도 2b는 쇼트 경계면에 의한 스티치 불량을 도시한 도면이다.

  도 2a는 상기 쇼트 경계면(40)이 데이터 라인(15)의 중심에 설정된 것으로, 이 경우 상기 쇼트 경계면(40) 상에서 상기 쇼
트간 오 정렬(miss align)이 발생하면 게이트 라인(13), 공통라인(54)은 그 형성에 있어서 크게 영향 받지 않게 되나, 반면
에 액티브층(38), 소스/ 드레인 전극(33, 35) 등 박막트랜지스터(T) 영역은 그 내부의 기생용량(Cgd, Cgs)이 변화되는 등
스티치 얼룩이 발생된다.

  또한, 도 2b는 상기 쇼트 경계면(40')이 상기 서브 픽셀의 중심에 설정된 것으로, 이 경우에는 액티브층(38), 소스/ 드레
인 전극(33, 35) 등 박막트랜지스터(T) 영역은 그 형성에 있어 크게 영향 받지 않으나, 반면에 하나의 서브 픽셀을 형성하
는 공통전극(54a), 화소전극(37a)간의 거리가 차이가 발생하는 등의 문제가 생겨 스티치 얼룩이 나타나게 된다.

  결국, 이와 같이 상기 쇼트의 경계면(40, 40')을 각각의 마스크 공정에 있어 고정한 경우에는 상기 상기 쇼트간의 오 정렬
(miss align)이 발생하면 결국 최소한 각 층 중 어느 한 층에 대해서는 상기 스티치 얼룩 불량이 발생되는 단점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

  본 발명은 대면적 어레이 기판의 제조공정에 있어 층별로 노광마스크 쇼트의 경계를 다르게 함으로써 쇼트 경계면 상의
오 정렬에 따른 스티치 얼룩을 보상할 수 있는 횡전계 방식의 액정표시장치 어레이 기판 제조방법을 제공함에 그 목적이
있다.

발명의 구성 및 작용
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  상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 의한 횡전계 방식의 액정표시장치 어레이 기판 제조방법은, 어레이 기판의 화면
을 다수의 쇼트로 분할하고, 상기 각 쇼트에 대응되는 노광마스크를 통해 상기 어레이 기판을 반복 노광하여 어레이 기판
의 각 층을 형성하는 횡전계 방식의 액정표시장치 어레이 기판 제조방법에 있어서,

  상기 쇼트의 경계면이 데이터 라인의 중심에 위치하도록 설정하고 상기 쇼트에 대응되는 노광 마스크를 통해 노광하여
기판 상에 게이트 라인 및 게이트 전극을 형성하는 단계와; 상기 게이트 라인 및 게이트 전극을 포함한 전면에 게이트 절연
막을 형성하는 단계와; 상기 쇼트 경계면이 서브 픽셀의 중심에 위치하도록 설정하고 상기 쇼트에 대응되는 노광 마스크를
통해 노광하여 상기 게이트 절연막 상에 액티브층을 형성하고, 상기 액티브층 위에 상기 데이터 라인, 소스/ 드레인 전극을
형성하는 단계와; 상기 데이터 라인, 소스/ 드레인 전극을 포함한 전면에 보호막을 형성하는 단계와; 상기 쇼트의 경계면이
상기 데이터 라인의 중심에 위치하도록 설정하고 상기 쇼트에 대응되는 노광 마스크를 통해 노광하여 상기 보호막 상에 공
통라인 및 상기 공통라인에서 인출되는 공통전극과 상기 공통전극 사이에 위치한 화소전극을 형성하는 단계가 포함되는
것을 특징으로 한다.

  여기서, 상기 서브 픽셀은 어레이 기판 상에 매트릭스 형태로 구성되어 있으며, 상기 어레이 기판 상에 형성된 다수의 게
이트 라인, 공통 라인, 데이터 라인에 의해 둘러싸여 정의됨을 특징으로 한다.

  또한, 상기 서브 픽셀은 상기 게이트 전극, 액티브층, 소스/ 드레인 전극으로 이루어진 박막트랜지스터와, 상기 공통 라인
에서 분기된 다수의 공통전극과, 상기 박막트랜지스터의 드레인 전극과 전기적으로 연결된 다수의 화소전극으로 구성되
며, 상기 다수의 공통전극과 상기 화소전극은 서로 엇갈리게 구성되어 있음을 특징으로 한다.

  또한, 상기 쇼트의 경계면을 형성하는 데이터 라인 및 서브 픽셀의 중심은 동일한 서브 픽셀에 포함되는 것을 특징으로
한다.

  또한, 상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 다른 실시예에 의한 액정표시장치 어레이 기판 제조방법은, 어레이 기판의
화면을 다수의 쇼트로 분할하고, 상기 쇼트를 통해 반복 노광하여 어레이 기판의 각 층을 형성하는 액정표시장치 어레이
기판 제조방법에 있어서, 상기 다수의 쇼트가 연결되는 쇼트의 경계면이 각 층을 형성하는 공정마다 다르게 위치함을 특징
으로 한다.

  또한, 상기 쇼트의 경계면이 데이터 라인의 중심을 통과하거나, 상기 데이터 라인을 포함하는 서브 픽셀의 중심을 통과하
는 위치에 형성되며, 상기 액정표시장치는 횡전계 방식의 액정표시장치임을 특징으로 한다.

  이와 같은 본 발명에 의하면, 대면적의 액정표시장치 어레이 기판을 생산함에 있어 새로운 공정 추가 없이 스텝 노광에
의해 발생하는 스티치 얼룩 불량을 제거하여 액정표시장치의 얼룩 관련 화질 불량을 최소화하는 장점이 있다.

  일반적인 액정표시장치의 어레이 기판 제조 공정이 진행됨에 있어서 매트릭스 형태의 다수의 서브 픽셀을 구성하기 위해
서는 일정한 패턴이 형성된 다수의 노광 마스크가 사용되는데, 최근 들어 대면적의 액정표시장치가 양산됨에 따라 상기 어
레이 기판의 화면 사이즈는 상기 포토 공정에서 사용되는 노광 마스크보다 크게 되었다.

  이에 따라 노광 시에는 어레이 기판의 화면을 여러 쇼트(shot)로 분할하여 반복하여 노광하게 되는데, 이 경우 노광 장비
의 정밀도에 한계가 있어서 상기 쇼트간의 오 정렬(miss align)이 발생하는 스티치(stitch) 불량에 의해 액정표시장치의 화
질을 떨어뜨리는 문제점이 발생되고 있다.

  특히 종래의 경우 각 층을 형성하는 다수의 노광 마스크에 있어서 각각의 마스크 패턴은 각 층마다 상이하나, 이 때 상기
쇼트의 경계면은 상기 공정을 진행함에 있어서 고정되어 있으므로, 상기 쇼트간의 오 정렬(miss align)이 발생하면 결국 각
층 중 어느 한 층에 대해서는 상기 스티치 얼룩 불량이 발생되었다.

  이를 극복하기 위해 본 발명에 의한 어레이 기판 제조방법은 층별로 노광마스크 쇼트의 경계를 다르게 함으로써 쇼트 경
계면 상의 오 정렬에 따른 스티치 얼룩을 보상할 수 있도록 하였다.

  이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 의한 실시예를 상세히 설명하도록 한다.

  도 3은 본 발명에 의한 횡전계 방식의 액정표시장치 어레이 기판의 일부를 도시한 평면도이다. 단, 도 1a와 동일한 구성
요소에 대해서는 동일한 도면부호를 사용한다.

  도 3을 참조하면, 이는 도 1a에 도시된 종래의 횡전계 방식의 액정표시장치의 어레이 기판의 일부와 그 구성이 다소 유사
하나, 화소전극(37a')이 공통라인(54'), 및 공통전극(54a')과 동일한 레이어(layer)에서 형성된다는 점에서 그 특징이 있다.
이에 따라 상기 화소전극(37a')이 종래의 경우와 같이 드레인 전극(35)과 연결된 금속에서 다수 인출되어 형성되는 것이
아니며, 상기 드레인 전극(35)의 상부 레이어에서 형성되어 상기 드레인 전극(35)과 상기 화소전극(37a') 사이에 개재된
보호막층(36)에 콘택홀(42)을 형성하여 이를 통해 전기적으로 연결되도록 구성된다.

  이러한 본 발명에 의한 횡전계 방식의 어레이 기판은 어레이 기판의 화면을 다수의 쇼트로 분할하고, 상기 쇼트를 통해
반복 노광하여 어레이 기판의 각 층을 형성함에 있어 상기 다수의 쇼트가 연결되는 쇼트의 경계면(40, 40')이 각 층을 형성
하는 공정마다 다르게 위치함을 특징으로 하며, 이를 통해 도 2a 내지 도 2b에 도시된 바와 같은 쇼트 경계면에 의한 스티
치 불량을 극복할 수 있는 것이다.

  이하 본 발명에 의한 횡전계 방식의 어레이 기판의 제조공정을 통해 이를 좀 더 상세히 설명하도록 한다.

등록특허 10-0498545

- 4 -



  도 4a 내지 도 4c는 본 발명에 의한 횡전계 방식의 액정표시장치 어레이 기판의 제조공정을 도시한 공정 단면도이다.

  단, 이는 도 3의 특정부분(B-B')에 대한 단면을 도시한 것으로, 종래의 횡전계 방식의 어레이 기판 즉, 도 1b와 대응되는
영역이다. 따라서, 도 1b와 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면부호를 사용한다.

  도 4a를 참조하면, 먼저 기판 상에 금속을 증착하고, 다수의 게이트 라인과, 상기 게이트 라인에서 분기되어 박막트랜지
스터 위치에 형성된 게이트 전극(31)을 상기 금속을 패터닝함으로써 형성한다.

  이 때, 상기 다수의 게이트 라인 및 게이트 전극(31)을 기판 상에 형성하기 위해서는 일련의 증착 공정, 포토리소그래피
(photolithography : 이하 '포토') 공정 및 식각 공정 등을 거쳐야 한다.

  즉, 기판 상에 금속을 증착하고, 상기 금속 상에 PR을 도포하며, 얻고자 하는 패턴(pattern) 즉, 상기 게이트 라인 및 게이
트 금속(31)의 형태가 패터닝된 노광 마스크(mask)를 사용하여 빛을 선택적으로 PR에 조사함으로써 상기 노광 마스크의
패턴과 동일한 패턴을 형성시키고, 이를 식각하여 최종적으로 상기 게이트 라인 및 게이트 금속을 형성한다.

  또한, 상기 포토 공정에 필요한 상기 노광 마스크는 앞서 설명한 바와 같이 상기 어레이 기판의 화면 사이즈보다 작아 노
광 시에는 어레이 기판의 화면을 여러 쇼트(shot)로 분할하여 반복하여 노광해야 하는데, 도 4a에 도시한 본 발명의 어레
이 기판 제조방법에 있어서는 상기 쇼트의 경계면(40)을 이후 형성될 데이터 라인(15)의 중심에 설정하여 노광함으로써
기판 상에 상기 다수의 게이트 라인 및 게이트 전극(31)을 형성하는 것이다.

  다음 도 4b를 참조하면, 상기 게이트 라인 및 게이트 전극(31)이 패터닝되어 형성된 기판 전면 상에 게이트 절연막(32)을
형성하고, 상기 게이트 절연막(32) 상에 액티브층(38)을 형성하며, 상기 액티브층(38) 위에 상기 데이터 라인(15, 15'), 소
스/ 드레인 전극(33, 35)을 형성한다.

  이 때도 도 4a의 경우와 마찬가지로 상기 액티브층(38)과 다수의 데이터 라인(15, 15') 및 소스/ 드레인 전극(33, 35)을
형성하기 위해서는 일련의 증착 공정, 포토리소그래피(photolithography : 이하 '포토') 공정 및 식각 공정 등을 거쳐야 하
며, 또한 어레이 기판의 화면을 여러 쇼트(shot)로 분할하여 반복하여 노광해야 하는데, 이 경우에는 상기 쇼트의 경계면
(40')을 상기 서브 픽셀의 중심에 설정하여 노광함으로써 상기 액티브층(38)과 다수의 데이터 라인(15, 15') 및 소스/ 드레
인 전극(33, 35)을 형성한다.

  이 때, 종래의 횡전계 방식의 어레이 기판은 상기 데이터 라인(15, 15') 및 소스/ 드레인 전극(33, 35)이 형성될 때 화소전
극(도 1b의 37a)도 같이 형성되나, 본 발명의 경우는 상기 화소전극(37a')이 상기 데이터 라인(15, 15') 및 소스/ 드레인 전
극(33, 35)이 형성된 후 다른 레이어(layer)에 형성된다.

  이는 상기 쇼트의 경계면(40')을 서브 픽셀의 중심에 설정할 경우 액티브층(38), 소스/ 드레인 전극(33, 35) 등 박막트랜
지스터(T) 영역은 그 형성에 있어 크게 영향 받지 않으나, 반면에 상기 화소전극(도 1b의 37a)은 공통전극(도 1b의 54a)
간의 거리에 차이가 발생하는 등 문제가 생기기 때문이다.

  다음으로는 도 4c에 도시된 바와 같이 상기 데이터 라인(15, 15'), 소스/ 드레인 전극(33, 35)을 포함한 전면에 보호막
(36)을 형성하고, 상기 보호막(36) 상에 공통라인 및 공통전극(54a)과 화소전극(37a')을 형성한다.

  이 때도 도 4a, 도 4b의 경우와 마찬가지로 상기 공통라인 및 공통전극(54a)화소전극(37a')을 형성하기 위해서는 일련의
증착 공정, 포토리소그래피(photolithography : 이하 '포토') 공정 및 식각 공정 등을 거쳐야 하며, 또한 어레이 기판의 화
면을 여러 쇼트(shot)로 분할하여 반복하여 노광해야 하는데, 이 경우에는 상기 쇼트의 경계면(40)을 다시 도 4a에서와 같
이 상기 데이터 라인(15)의 중심에 설정하여 노광함으로써 상기 공통전극 및 공통라인(54a), 화소전극(37a')을 형성하게
된다.

  또한, 이 때 상기 화소전극(37a')은 도 4b 공정에서 형성된 박막트랜지스터의 드레인 전극(35)과 전기적으로 연결되도록
형성된다. 이를 위해 상기 보호막(36)의 소정 영역에 콘택홀(미도시)이 형성되고 상기 콘택홀(미도시)을 통해 상기 화소전
극(37a') 및 상기 드레인 전극(35)는 전기적으로 접속된다.

  이와 같이 상기와 같은 공정에 따라 상기 어레이 기판 내의 다수의 서브 픽셀을 형성함에 있어 층별로 노광마스크 쇼트의
경계(40, 40')를 다르게 함으로써 쇼트 경계면(40, 40') 상의 오 정렬에 따른 스티치 얼룩을 보상할 수 있도록 하였다.

  즉, 상기 쇼트 경계면(40)을 데이터 라인(15)의 중심에 설정하는 경우에 상기 쇼트 경계면(40) 상에서 상기 쇼트간 오 정
렬(miss align)이 발생하면, 게이트 라인(13), 공통라인 및 공통전극(54a), 화소전극(37a')은 그 형성에 있어서 크게 영향
받지 않게 되나, 반면에 액티브층(38), 소스/ 드레인 전극(33, 35) 등 박막트랜지스터 영역은 그 내부의 기생용량(Cgd,
Cgs)이 변화되는 등 스티치 얼룩이 발생되므로, 게이트 라인(13) 및 공통전극(54a), 화소전극(37a') 등이 형성되는 층 즉,
도 4a 및 도 4c 공정 시에 이를 적용한다.

  또한, 상기 쇼트 경계면(40')을 상기 서브 픽셀의 중심에 설정하는 경우에 상기 쇼트 경계면(40') 상에서 상기 쇼트간 오
정렬(miss align)이 발생하면, 액티브층(38), 소스/ 드레인 전극(33, 35) 등 박막트랜지스터 영역은 그 형성에 있어 크게 영
향 받지 않으나, 반면에 하나의 서브 픽셀을 형성하는 공통전극(54a), 화소전극(37a')간의 거리가 차이가 발생하는 등 스티
치 얼룩이 나타나게 되므로, 상기 액티브층(38), 데이터 라인(15) 등이 형성되는 층, 즉 도 4b 공정 시에 이를 적용하는 것
이다. 상기와 같이 대면적 어레이 기판의 제조공정에 있어 층별로 노광마스크 쇼트의 경계(40, 40')를 다르게 함으로써 쇼
트 경계면(40, 40') 상의 오 정렬에 따른 스티치 얼룩을 보상하는 것은, 횡전계 방식의 액정표시장치 어레이 기판에만 적용
되는데 국한 되지 않고, 종래의 트위스트 네마틱 방식 등의 액정표시장치 어레이 기판 제조방법에도 적용될 수 있다.
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발명의 효과

  상기와 같은 본 발명에 의한 횡전계 방식의 액정표시장치 제조방법에 의하면, 대면적의 액정표시장치 어레이 기판을 생
산함에 있어 새로운 공정 추가 없이 스텝 노광에 의해 발생하는 스티치 얼룩 불량을 제거하여 액정표시장치의 얼룩 관련
화질 불량을 최소화하는 장점이 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

  어레이 기판의 화면을 다수의 쇼트로 분할하고, 상기 각 쇼트에 대응되는 노광마스크를 통해 상기 어레이 기판을 반복 노
광하여 어레이 기판의 각 층을 형성하는 횡전계 방식의 액정표시장치 어레이 기판 제조방법에 있어서,

  상기 쇼트의 경계면이 데이터 라인의 중심에 위치하도록 설정하고 상기 쇼트에 대응되는 노광마스크를 통해 노광하여 기
판 상에 게이트 라인 및 게이트 전극을 형성하는 단계와;

  상기 게이트 라인 및 게이트 전극을 포함한 전면에 게이트 절연막을 형성하는 단계와;

  상기 쇼트 경계면을 서브 픽셀의 중심에 위치하도록 설정하고 상기 쇼트에 대응되는 노광마스크를 통해 노광하여 상기
게이트 절연막 상에 액티브층을 형성하고, 상기 액티브층 위에 상기 데이터 라인, 소스/ 드레인 전극을 형성하는 단계와;

  상기 데이터 라인, 소스/ 드레인 전극을 포함한 전면에 보호막을 형성하는 단계와;

  상기 쇼트의 경계면을 상기 데이터 라인의 중심에 위치하도록 설정하고 상기 쇼트에 대응되는 노광마스크를 통해 노광하
여 상기 보호막 상에 공통라인 및 상기 공통라인에서 인출되는 공통전극과 상기 공통전극 사이에 위치한 화소전극을 형성
하는 단계가 포함되는 것을 특징으로 하는 횡전계 방식의 액정표시장치 어레이 기판 제조방법.

청구항 2.

  제 1항에 있어서,

  상기 서브 픽셀은 어레이 기판 상에 매트릭스 형태로 구성되어 있으며, 상기 어레이 기판 상에 형성된 다수의 게이트 라
인, 공통 라인, 데이터 라인에 의해 둘러싸여 정의됨을 특징으로 하는 횡전계 방식의 액정표시장치 어레이 기판 제조방법.

청구항 3.

  제 2항에 있어서,

  상기 서브 픽셀은 상기 게이트 전극, 액티브층, 소스/ 드레인 전극으로 이루어진 박막트랜지스터와, 상기 공통 라인에서
분기된 다수의 공통전극과, 상기 박막트랜지스터의 드레인 전극과 전기적으로 연결된 다수의 화소전극으로 구성되며, 상
기 다수의 공통전극과 상기 화소전극은 서로 엇갈리게 구성되어 있음을 특징으로 하는 횡전계 방식의 액정표시장치 어레
이 기판 제조방법.

청구항 4.

  제 1항에 있어서,

  상기 쇼트의 경계면을 형성하는 데이터 라인 및 서브 픽셀의 중심은 동일한 서브 픽셀에 포함되는 것을 특징으로 하는 횡
전계 방식의 액정표시장치 어레이 기판 제조방법.

청구항 5.

  어레이 기판의 화면을 다수의 쇼트로 분할하고, 상기 각 쇼트에 대응되는 노광마스크를 통해 상기 어레이 기판을 반복 노
광하여 어레이 기판의 각 층을 형성하는 액정표시장치 어레이 기판 제조방법에 있어서,

  상기 다수의 쇼트가 연결되는 쇼트의 경계면이 각 층을 형성하는 공정마다 다르게 위치함을 특징으로 하는 하는 액정표
시장치 어레이 기판 제조방법.
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청구항 6.

  제 5항에 있어서,

  상기 쇼트의 경계면이 데이터 라인의 중심을 통과하거나, 상기 데이터 라인을 포함하는 서브 픽셀의 중심을 통과하는 위
치에 형성됨을 특징으로 하는 액정표시장치 어레이 기판 제조방법.

청구항 7.

  제 5항에 있어서,

  상기 액정표시장치는 횡전계 방식의 액정표시장치임을 특징으로 하는 액정표시장치의 어레이 기판 제조방법.

도면

도면1a

도면1b
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도면2b
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도면3

도면4a

도면4b

등록특허 10-0498545

- 9 -



도면4c
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摘要(译)

横向电场型的液晶显示装置阵列根据本发明，设置短的边界的基板的制
造方法，以被放置在数据线的中心，并且暴露于通过对应于一个基板上
的短栅线和栅电极的曝光掩模;＆lt ;;＆lt;在包括栅极线和栅极电极的整个
表面上形成栅极绝缘膜;在栅极绝缘膜上形成有源层，并通过对应于该镜
头的曝光掩模曝光曝光表面，在有源层上形成数据线和源/漏电极，步骤;
在包括数据线和源/漏电极的整个表面上形成保护膜;并且，在保护膜和位
于公共电极和公共电极之间的像素电极上形成从公共线和公共电极引出
的公共电极，在基板上形成。 3
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